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+ Field Effect Transistor (FET)   
++ Junction FET (JFET).                                                  
                - JFET Construction.                                    - JFET Operation Principle:     
                - Drain characteristic.                                - Transfer characteristic. 
                 
++ Metal-Oxide-Semiconductor FET (MOSFET).                                                  
                - MOSFET Construction.                            - MOSFET Operation Principle (Types).     
                - Drain characteristic.                                  - Transfer characteristic. 
 
++ DC & AC Analysis (Parametres).  
++ Biased circuits.                                               

+ FeedBack and Amplifiers.    

++ Feedback Concepts.                                         
++ Feedback Connection Types.     
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 حػخمد غلى حغحر FET الـفىسة . ولىً هىان بػع الاخخلاف في البيُت وآلُت الػمل BJTٌشبه إلى خد ما التراهصطخىز زىائي اللؼبُت   FETالتراهصطخىز الحللي  --
  : بخغحر أبػاد االإادة خظب الػلاكت RShملاومت االإادة هصف الىاكلت      

(Field-Effect Transistors (FET                                                 بيُت و خصائص التراهصطخىز ذو الأزس الحللي 

wdnq

l
RSh




ائُت --   :البيُت الفحزً

 .غلى شيل مخىاشي مظخؼُلاث ذاث إشابت مدددة  n or pًخىىن مً كؼػت هصف هاكلت هىع      

ت Sٌظمى الؼسف الأوٌ باالإىبؼ        .الري ٌػؼي الحىامل الأهثرً

ت Dٌظمى الؼسف الثاوي باالإصسف        .الري ٌظخلبل الحىامل الأهثرً

 ًدعى بالبىابت و الؼسف الثالث ًمثل ػسف الخدىم بػسض اللىاة     

 . D & Sجدشيل مً مادة مخخلفت غً ول مً     

ت   لللىاة إما إلىترون أو زلب      .ًدعى بالتراهصطخىز وخُد اللؼبُت لأهه ٌػخمد غلى الحىامل الأهثرً

 . شحىت الؤلىترون أو الثلب :q: خُث
      µ :خسهُت خىامل الشحً الأطاطُت في هصف الىاكل. 
      n :جسهحز الشىائب في هصف الىاكل. 
      w,l,d :جمثل غلى الخىالي طماهت وػىٌ وغسض اللؼػت هصف الىاكلت . 

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 4 

JFET Construction                                                                                           بيُت ومبدأ غمل التراهصطخىز الحللي 
 :مبدأ الػمل

 .ID=VDD/Rshاالإصسف طُمس جُاز في االإادة هصف الىاكلت  و بحن االإىبؼ  VDDبخؼبُم حهد  --
م حغُحر ملاومت اللؼػت هصف الىاكلت وذلً بخغحر   أبػادها --        م حغحر وظبت الؤشابت في االإادة أو غً ػسٍ  .  للخدىم بمسوز الخُاز ًخم غً ػسٍ
 كؼب  Gًخم حغحر الؤبػاد لىفع اللؼػت بئطافت كؼب حدًد  مً مادة مخخلفت جدلً غلى ػسفي اللؼػت الأطاطُت ٌظمى بالبىابت   --       

ادة غسض االإىؼلت المجسدة، إذا PNالخدىم ، ًصبذ لدًىا مخصل              غلى ػسفي اللؼػت، بالىدُجت بجػل اللؼبُت غىظُت طِخم شٍ
ادة االإلاومت وهلصان الخُاز أي             :هلصان غسض اللؼػت هصف الىاكلت مما ًؤدي إلى شٍ

                                                                          ID ↓ d↓=> RSh ↑ =>         Or        ID ↑ d↑=> RSh ↓ => 

 التراهصطخىز في خالت الخىاشن 

 :هىان زلار نهاًاث
 ًؼبم غلُه حهد بلؼبُت جؼلم مىه  الحىامل(  اللىاة)االإىبؼ اخد ػسفي اللؼػت  -1
ت        .  الأهثرً
ت -2  .االإصسف الؼسف الآخس لللىاة ًؼبم  غلُه حهد بدُث ٌظخلبل الحىامل الأهثرً
 (.  الحىامل)البىابت ػسف الخدىم، ًؼبم غليها حهد للخدىم بالخُاز -3

 :ًمىً ملازهخه بصيبىز االإُاه الخالي --    
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JFET Types                                                                                              أهىاع التراهصطخىز الحللي 
 ،  p-channelأو  n-channelًددد هىع التراهصطخىز خظب هىع اللىاة االإظخخدمت إما   --

لت حشىُل اللىاة                        لت غصٌ البىابت غً اللىاة      أو خظب ػسٍ  أو  خظب ػسٍ
 

 :بشيل غام للتراهصطخىز الحللي الىىغحن الخالُحن  --
 خُث ًخم غصٌ البىابت االإػدهُت غً اللىاة بىاطؼت مىؼلت  الجزوح االإشيلت هدُجت الاطخلؼاب الػىس ي للمخصل  JFETالتراهصطخىزاث الحللُت ذاث االإخصل  -1         

 .  p-Channelأو ( مظخخدم بشيل واطؼ) n-Channelوبالخالي ٌػمل التراهصطخىز و فم الىمؽ ألافلازي أو خظب مبدأ الجزوح وله هىغان خظب اللىاة                
 

ظخىز هىع  IG-FETالتراهصطخىزاث الحللُت ذاث البىابت االإػصولت  -2         دعى في هره الحالت بالتراهصَ  خُث ًخم الػصٌ بىاطؼت زاوي أهظُد الظلُىىن وٍ
              MOS FET=Metal Oxide Semiconductor FET     ذلً لأن البىابت مىصىلت مباشسة إلى طؼذ مػدوي مخىطؼ فىق ػبلت مً أهظُد الظُلىىنSio2أي، 
لظم إلى كظمحن                :البىابت غحر مىصىلت مباشسة إلى االإادة هصف الىاكلت بل مػصولت غنها بؼبلت زكُلت مً الأهظُد وٍ
 
ػمل وفم : ذو اللىاة مظبلت الصىؼ أو االإدفىهت MOS FET-Dالتراهصطخىز  -2-1             ًخم حشىُل كىاة زكُلت بئشابت خفُفت جدذ البىابت  بحن االإىبؼ واالإصسف وَ
 .همؽ إفلازي  (Depletion)مبدأ  الجزوح                      
 ًخم جدسٍع اللىاة بحن االإىبؼ و االإصسف و ذلً بخؼبُم  الجهىد االإىاطبت غلى البىابت و ٌػمل و فم مبدأ : ذو اللىاة المحسطت MOS FET-Eالتراهصطخىز  -2-2          
 .همؽ إغىائي Enhancementالؤغىاء أو الاشدًاد                      
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  n مبدأ غمل التراهصطخىز الحللي ذو اللىاة  

D and S are connected to the n -channel 
G is connected to the p -type material 

n -channel 

 .Sمىحب باليظبت  Dبدُث ًىىن  VDDًؼبم الجهد  --

ت  SوDبحن  IDًمس جُاز مىحب  --  (.e)هاجج غً الحىامل الأهثرً

 ًىداش PNاالإخصل  < =بلؼبُت طالبت غلى البىابت  VGGًؼبم الجهد االإظخمس  --

 غسض اللىاة< = δوحىد مىؼلت مجسدة غىد ػسفي البىابت بػسض < =غىظُا     

 ↓2δ     =>↓Rsh↑ <=d = >ID طِىلص بملداز     

JFET Symbol 

 :  ملاخظت
 .وحىد االإىؼلت المجسدة في اللىاة هاجج غً أن اللىاة ذاث إشابت أكل --                

 .مً البىابت اخخلاف غسض االإىؼلت المجسدة هاجج غً جدزج  هبىغ الجهد في اللؼػت الأطاطُت ؟؟ --                
 .مً هىا جأحي ملاومت الدخل الػالُت و مىداش غىظُا  GD,GSلان االإخصل   IG≈0جُاز البىابت  --                
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 p مبدأ غمل التراهصطخىز الحللي ذو اللىاة  
p -channel 

D and S are connected to the p -channel 
G is connected to the n -type material 

 .Sطالب باليظبت  Dبدُث ًىىن  VDDًؼبم الجهد  --

ت  SوDبحن  IDًمس جُاز مىحب  --  (.  h)هاجج غً الحىامل الأهثرً

 ًىداش PNاالإخصل < =بلؼبُت مىحبت غلى البىابت  VGGًؼبم الجهد االإظخمس  --

 غسض اللىاة < = δوحىد مىؼلت مجسدة غىد ػسفي البىابت بػسض < =غىظُا     

 ↓2δ     =>↓Rsh↑ <=d = >IDطِىلص بملداز     

JFET Symbol 

 :  ملاخظت
 .وحىد االإىؼلت المجسدة في اللىاة هاجج غً أن اللىاة ذاث إشابت أكل --              

 .مً البىابت اخخلاف غسض االإىؼلت المجسدة هاجج غً جدزج  هبىغ الجهد في اللؼػت الأطاطُت ؟؟ --              
 .مً هىا جأحي ملاومت الدخل الػالُت و مىداش غىظُا  GD,GSلان االإخصل   IG≈0جُاز البىابت  --             
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JFET Operating Characteristics الػمل خصائص                                                                                                                           

ادة -1-1 ادة حظخمس p البىابت زلىب مؼ جخدد n اللىاة الىتروهاث لأن طتزداد n اللىاة و  p البىابت بحن المجسدة ،االإىؼلتVDS  بصٍ ادة الخُاز  ٌظخمس  و  الصٍ  .أًظا بالصٍ
ادة -2-1 با اللىاة إغلاق إلى مػحن حهد غىد  ًؤدي مما اللىاة حجم ًللل بالخالي و  ًصداد المجسدة االإىؼلت غسض ،أهبر كُمت إلى VDS الجهد  بصٍ  في هبحر  واهخفاض جلسٍ
   ًلل المجسدة االإىؼلت غسض إذا طِىخفع، الػىس ي الجهد غىدها اوػدامه او  الخُاز  مسوز           
   جىاشهُت خالت غلى النهاًت في هدصل ختى الخُاز، مسوز  لإغادة ًؤدي مما اللىاة غسض ًصداد و           
 .ID = IDmax= IDSS   الؤشباع لخُاز  وحظاوي  زابخت غىدها الخُاز  كُمت جىىن           
   ًمىً ،  VDS0  = VP =VDS    الاخخىاق  حهد أو  الاهلباض حهد ٌظمى  ،مػحن حهد وغىد إذا -3-1
 . |VDS> |Vp  ًىىن  الحالت هره وفي  ًىػدم أن للخُاز           
 
ادة -4-1  الانهُاز مىؼلت إلى التراهصطخىز   ًصل اهبر  كُم إلى VDS بصٍ

 :للتراهصطخىز  أطاطِخحن خالخحن هىان **
1-    VGS = 0 (بالتراهصطخىز  الخدىم حهد)  ادة إذا خؼُت هملاومت جصبذ اللىاة بالخالي و  ملصىزة الدخل دازة جىىن  صغحرة كُم احل مً  VDS  الجهد  بصٍ
جُا الخُاز  طحزداد االإىحب بالاججاه        ٌ  غلى الجهد لخىشع ًؤدي مما ملحىظت كُمخه جصبذ ختى جدزٍ  غلى الظالبت و  االإصسف غلى االإىحبت كؼبِخه اللىاة، ػى
جي الجهد هبىغ وهىن  غىظُا مدحز  PN  االإخصل بالخالي و  االإلصىزة البىابت و  االإىبؼ       ىىن  اللىاة غلى جدزٍ ا و  االإصسف غىد أغظمُا وٍ   جدشيل االإىبؼ، غىد أصغسٍ

 .االإىبؼ غىد اصغس  و  االإصسف غىد اهبر  بػسض المجسدة االإىؼلت     
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JFET Operating Characteristics                                                                                         الػمل خصائص  

VDS0 =Vp  

 :ملاخظاث
 .أطسع الاخخىاق إلى التراهصطخىز  ًصل أي أصغس  VDS0 ًصبذ  طلبُت، أهثر  VGS ًصبذ غىدما - 1
 
2- Vp = VGS الخُاز أن إلى ًؤدي   ID ًىػدم. 
 
    التراهصطخىز  ًنهاز  و  هبحرة بظسغت ID  ًصداد VDS >= VDSmax غىدما -3

 :للتراهصطخىز  أطاطِخحن خالخحن هىان **
2-    VGS < 0مخصل ًىىن  الحالت هره في  GS لـ اصغس  كُم غىد أطاطا غىظُا مدحز VDS  => ادة هدُجت جظُم اللىاة  شٍ
  ًخم وهىرا IDSS الؤشباع لخُاز  هصل و  VDS1 = VDS مىبؼ -مصسف لجهد اكل كُم غىد و  اهبر بظسغت المجسدة االإىؼلت    
 .أهبر طالبت كُم إلى الظالب الػخبت حهد بخغحر  الخُاز  بمسوز  الخدىم   
 
2-1-   VGS ≈VP << 0االإخصل الحالت هره في  GS حغلم ختى حدا جظُم اللىاة <= غىظُا مدحز d ≈ 0 االإىؼلت غسض لان 

  <=  Rsh ≈ ∞ <= d≈ 0 وفم الخُاز  طِىػدم إذا اللانهاًت إلى جصداد ملاومتها وبالخالي اللىاة وامل ًأخر المجسدة          
            ID ≈ 0 الاخخىاق أو  الاهلباض بجهد البىابت حهد ٌظمى ذلً غىد  ,VP ادة ادة أي جىلد لا  اللُمت هره بػد  VGS شٍ  شٍ
 .p هىع اللىاة جىً غىدما مىحبت كُمت وذو   n هىع اللىاة جىىن  غىدما طالبت كُمت ذو  الاهلباض حهد ًىىن  .الخُاز في          
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 ومىاػم غمل التراهصطخىز ( ممحزة الخسج)االإمحزاث االإصسفُت  
JFET n-Channel Output Characteristics & Operation Region 

الخدلُل الظابم لػمل التراهصطخىز  ًلىدها إلى االإمحزة االإصسفُت 
بُت الخالُت  ID=F(VDS )|VGS=ct أي مىبؼ-االإصسف حهد مؼ االإصسف جُاز  غلاكت غً غبازة :الخالُت هرلً االإػادلت الخجسٍ

 :التراهصطخىز  غمل مىاػم

 غىد VDS بخغحر جخغحر  أومُت ملاومت طلىن التراهصطخىز  ٌظلً خُث  :الأومُت االإىؼلت -1
 الفػاٌ الػمل فيها ًخم خؼُت غحر  وأخسي  خؼُت مىؼلت للظمحن وجلظم  VGS زباث      
   غً بها مخدىم (rd دًىامُىُت) مخغحرة هملاومت JEF الـ ٌظخخدم هىل للتراهصطخىز،      
م          . VGS الـ ػسٍ

Breakdown Region 

VDSsat= VDS0,1,2..; 

با زابذ التراهصطخىز  جُاز  ًصبذ :الؤشباع مىؼلت -2  كُمت أن هلاخظ ،  ID=const جلسٍ
 ولما  VGS للُمت جبػا جخغحر  الؤشباع مىؼلت التراهصطخىز  بها ًدخل التي VDS الجهد     
   .(VDSsat  مىكؼ حغحر  مىحى لاخظ) الؤشباع حهد اهخفع الظلبُت في شاد      

Cutoff Region 

 كد و  |Vp|=|VGS|  غىدما ًىىن   ID=0  جُاز ًمس  لا  كاػؼ التراهصطخىز   :اللؼؼ مىؼلت -3
   .ويهمل حدا صغحر  غىس ي إشباع جُاز  ًىحد      

ادة :الانهُاز مىؼلت -4  VDSmax  مً أهبر  مىحبت للُم VDS الجهد شٍ

ادة ًؤدي        .زابذ   VGS غىد التراهصطخىز  ًنهاز  ختى هبحر  بشيل ID لصٍ

2

V

V
1DSSD

P

GSII 














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As VGS increases more positively 
• The depletion zone increases 

• ID decreases (ID < IDSS),                 VGS=Vp  ID = 0A 

P  هىع اللىاة(ممحزة الخسج)االإمحزاث االإصسفُت ،                                                                JFET p-Channel Output Characteristics 

 ولىً ًخخلف الخلؼُب nاالإمحزة هي هفظها لللىاة هىع ،    ID=F(VDS )|VGS=ctأي pمىبؼ مؼ هىن اللىاة هىع -غبازة غً غلاكت جُاز االإصسف مؼ حهد االإصسف --
 . جبلى مىاػم الػمل بدون حغُحر.   ID & ISوحػىع اججاهاث الخُازاث   حػىع كؼبِخه VDSالجهد  و بدُث ًصبذ مىحبا  VGSليل مً حهد البىابت      
   

VDS > VDSmax 

Cutoff Region VGS≤ Vp 

Ohmic Region Saturation  Region, 
ID=IDSS 
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 JFET Circuits & Operation Region                                                                الحللي للتراهصطخىز  الػمل وأهماغ حشىُلاث

 . ID=0 معدوم المصزف جيار وبالتالي VDS< VDS,sat  أما ، |VGS|≥ |Vp|  لدًنا ًكون  النمط هذا في :القطع همط -1

 Common Source (CS) المشترك المنبع دارة - 1      :التراهصطخىز  حشىُلاث
 Common Drain (CD) المشترك المصزف دارة - 2                                                
 Common Gate (CG) المشتركت البوابت دارة - 3                                                

  ٌساوي  المصزف جيار وبالتاليVDS> VDS,sat  أما ، VGS|< |Vp| or VGS=0| لدًنا ًكون  النمط هذا في :الإشباع همط -2
ID=IDSS . 

 :التراهصطخىز  غمل أهماغ

 بشكل ًشداد المصزف جيار وبالتاليVDS< VDS,sat  أما ، |VGS|< |Vp|  لدًنا ًكون  النمط هذا في :الأوميت المقاومت همط -3
ادة مع خطي        .VDS   الجهد سٍ
 
 وبالتالي  VDS< VDS,sat    الإشباع حهد من أصغز المصزف حهد لدًنا ًكون  النمط هذا في :الفعال العمل همط -3-1   

 . خطيت غير جصبح  VDS  والجهد  ID المصزف جيار بين العلاقت
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ل مميزة N-JFET التراهشستور  في  هي العلاقت هذه                                                   :التاليت  الخطيت غير العلاقت جتبع وهي  ID الخزج مع VGS الدخل علاقت هي التحوٍ
   .ثابتان  Vp & IDSSو التحكم عنصز ًمثل VGS :حيث ،VGS  الجهد على الموحود التربيع هتيجت أس ي جشاًد إلى جؤدي خطيت غير علاقت

2

V

V
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ل ممحزاث n التراهصطخىز  ومػادلت  JFET n-Channel Transfer Characteristics & Relationship                                         اللىاة هىع ،(الػبىز ) الخدىٍ

This graph shows the value of ID for 
a given value of VGS. 

When VGS=o v      ID=IDSS mA, When VGScut=Vp v    ID=0 mA 

 التراهشستور  معاملاث بين رابطت أًجاد أحل من و (DC دارة) للتراهشستور  المستمز التحليل أحل من
ليت المميزة هزسم ت العلاقت حسب التحوٍ  ًمكن بالتالي و الخزج مميزة حاهب إلى السابقت النظزٍ
     .المنحيين بين جقاطعاث عمل
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 غىدما للتراهصطخىز  الدًىامُىُت االإلاومت غلاكت
 الأومُت االإىؼلت في ٌػمل
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 JFE      للتراهصطخىز  الأطاطُت االإػاملاث                                                                                         JFET  Parameters  

   :أطاطُت زىابذ زلار جمُحز  ًمىً الىلل ممحزة و  الخسج ممحزة الحللي، التراهصطخىز  ممحزاث خلاٌ مً

   هىع الحللي للتراهصطخىز  أي VDS االإصسف حهد زباث غىد ذلً و  VGS البىابت حهد حغحر  الى ID االإصسف جُاز  حغحر  وظبت هي : (gm) الخبادلُت الىاكلُت -1
      JFE & MOSFET-D بـ حػؼى :  (ًللتراهصطخىز  خظابها ًمى MOSFET-E ) 
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  ID االإصسف جُاز  حغحر  إلى VDS االإصسف حهد حغحر  وظبت هي : (rd) للمصسف الدًىامىُت االإلاومت -2
 : بـ حػؼى الحللي للتراهصطخىز  أي VGS البىابت حهد زباث غىد وذلً     
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 غىد ذلً و  VGS البىابت حهد حغحر  إلى VDS االإصسف حهد حغحر  وظبت هي : (μ) بالجهد الخضخُم مػامل -3
 : بـ حػؼى الحللي للتراهصطخىز  أي  ID االإصسف جُاز  زباث      
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VDD,   

Q(VDSQ,IDQ) 
IDQ 

VDSQ 

  JFET  DC Circuits and Line                                                             الظاهً الحمل خؽ وجددًد   JFE    التراهصطخىز  اهدُاش ػسق     

م غً الاهدُاش  -1 لخحن ذلً ًخم :(زابذ بىابت حهد) البىابت ػسٍ م غً :الاولى ، بؼسٍ   غبر VGG  زابذ حهد مىبؼ ػسٍ
 .الخالُت الدازة هما البىابت إلى مىصىلت ملاومت     

م غً ID الخُاز هدظب زم VGS الدخل حهد كُمت هىحد و  الدخل دازة هأخر الػمل، هلؼت لحظاب       الػامت االإػادلت ػسٍ
   . VDS االإصسف حهد هدظب زم     

 but   IG=0 => VGS=-VGG                    VGG=VGS+IG RG:الدخل دازة مً
 ID= IDSS(1-VGS/Vp)2                     :هدظب الػامت االإػادلت مً

                                                              VDD=VDS+IDRD:الخسج دازة مً زم 

    When VDS=o v      IDmax=VDD/RD mA,أولى هلؼت   

VDD   

VGG   

RD   

RG   

   When ID=0 mA    VDS=VDD v  زاهُت هلؼت  

 االإظخمسة االإيافئت الدازة
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    JFET  DC Circuits and Line                                                 ًوجددًد خؽ الحمل الظاه JFE ػسق اهدُاش التراهصطخىز          

م غً الاهدُاش  -1 لخحن ذلً ًخم :(زابذ بىابت حهد) البىابت ػسٍ م غً :الثاهُت ، بؼسٍ  .البىابت مؼ الخفسع غلى مىصىلخحن ملاومخحن  غبر  زفىحن حهد ملظم ػسٍ
   :G الىلؼت حهد خظاب و  هحرشىف بخؼبُم  VGS الدخل الجهد غلاكت هىحد و  الدخل دازة هأخر الػمل، هلؼت لحظاب      

VG 

G 

 VG=VGS+ID RS                 :الدخل دازة مً

 VGS لحظاب الظابلت  االإػادلت في وػىض و  ID= IDSS(1-VGS/Vp)2    :هدظب الػامت االإػادلت مً

 <= VDD=VDS+ID (RD+RS)                  :الخسج دازة مً زم 
  VDS =  VDD-  ID (RD+RS)                                                                     

    When VDS=o v      IDmax=VDD/ (RD+RS) mA,أولى هلؼت   

   When ID=0 mA    VDS=VDD v  زاهُت هلؼت  

 االإيافئت الدازة
 االإظخمسة 

but   IG=0 , we can write:     VGS=VG-ID RS= VTh- ID RS , ID=0  VGS=VG  
                                                                                 

 =R1//R2  VTh=VDD R2/(R1+R2) ,  RTh   : أن هجد زفىحن ميافئ بأخر

 :ًلي هما الظاهً الحمل خؽ هسطم
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    JFET  DC Circuits and Lineوجددًد خؽ الحمل الظاهً                                          JFEالتراهصطخىز ػسق اهدُاش  

م غً الاهدُاش  -2 لخحن ذلً ًخم     :االإىبؼ ػسٍ  ، بؼسٍ
م غً :الأولى      .حاهبا االإبِىت الدازة خظب RS االإىبؼ  االإلاومت غلى الجهد هبىغ غبر   (Self Bias) للمىبؼ الراحي الخلؼُب ػسٍ

 ID RS   0=VGS + IG RG +                                                                           :الدخل دازة مً

 الحل بئًجاد أي ، VGS لحظاب الظابلت  االإػادلت في وػىض و  ID= IDSS(1-VGS/Vp)2    :هدظب الػامت االإػادلت مً
 .االإػادلخحن ليلخا االإشترن

   :الخسج دازة مً زم 
 

         VDD=VDS+ID (RD+RS)   =>  VDS =  VDD-  ID (RD+RS)  

    When VDS=o v      IDmax=VDD/ (RD+RS) mA,هلؼت 
  زاهُت هلؼت  When ID=0 mA    VDS=VDD v      أولى

 االإيافئت الدازة
 االإظخمسة 

but        IG=0  =>  VGS= - ID RS 

 :ًلي هما الظاهً الحمل خؽ هسطم

   : هحرشىف بخؼبُم  VGS  الدخل حهد غلاكت هىحد و  الدخل دازة هأخر الػمل، هلؼت إخدازُاث لإًجاد

RG   

G 
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م غً الاهدُاش  -2  :االإىبؼ ػسٍ
م غً :الثاهُت      الدازة خظب  مىبؼ - بىابت االإخصل بخلؼُب   ًلىم و  RS االإىبؼ  ملاومت الدظلظل ع غلى VS حهد مىبؼ وصل غبر  (Source Bias) االإىبؼ ػسٍ
 .البىابت غلى RG ملاومت وصل ًمىً حاهبا، االإبِىت                   

 ID RS      =>   VGS = VSS - ID RS  VSS =VGS +                  :الدخل دازة مً

 الظابلت  االإػادلت في وػىض و  ID= IDSS(1-VGS/Vp)2    :هدظب الػامت االإػادلت مً

 .VDS هدظب زم ID & VGS هجد االإػادلخحن ليلخا االإشترن الحل بئًجاد أي ، VGS لحظاب     

   :الخسج دازة مً زم 
                             VDD  +VSS=VDS+ID (RD+RS)   =>  VDS =  VDD +VSS-  ID (RD+RS)   

    When VDS=o v      IDmax= (VSS+ VDD)/ (RD+RS) mA,أولى هلؼت   

   When ID=0 mA    VDS= VSS+ VDD v  زاهُت هلؼت  

 :ًلي هما الظاهً الحمل خؽ هسطم

   : هحرشىف بخؼبُم    VGS   الدخل حهد غلاكت هىحد و  الدخل دازة هأخر الػمل، هلؼت إخدازُاث لإًجاد  

-VSS 

 المكافئت الدارة
 المستمزة 

    JFET  DC Circuits and Lineوجددًد خؽ الحمل الظاهً                                          JFEالتراهصطخىز ػسق اهدُاش  

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 19 

م غً الاهدُاش  -2  :BJT الـ باطخخدام جُاز  مىبؼ ػسٍ

VDD 

S 

 ID   

IC 

G 
 RG  

VEE 

 RD   

RE 

 .للخُاز همىبؼ BJT باطخخدام الخدُحز  دازة 
 

ٌ  هي مىه الغاًت الحللي، التراهصطخىز  مؼ اللؼبُت زىائي التراهصطخىز  حظخخدم التي الخلؼُب أهىاع أخد هى   ومظخلل زابذ مصسف جُاز  غلى الحصى
                   :الخالُت بالػلاكت غنها ٌػبر  كُمت ذي جُاز  مىبؼ بدوز  اللؼبُت زىائي التراهصطخىز  ًلىم خُث ،الخالُت الدازة وله ،VGS حغحراث غً بلُمخه

E

BEEE
C

R

VV
I




ٌ  اللؼبُت زىائي التراهصطخىز  مجمؼ أن وبما  الحللي التراهصطخىز  مىبؼ مؼ الدظلظل غلى مىصى
  وذلً ID = IC     : فئن

 
 .VGS  كُمت واهذ أًا

 

    JFET  DC Circuits and Lineوجددًد خؽ الحمل الظاهً                                          JFEالتراهصطخىز ػسق اهدُاش  
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JFET Specifications Sheet 

Maximum Ratings 

Electrical Characteristics 

JFET Case Construction and Terminal Identification 
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